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В настоящее время плазменные технологии нанесения тонкослойных покрытий находят широкое применение в качестве упрочняющих, высокоотражающих, фильтрующих, защитных, просветляющих элементов в машиностроении, в авиационной технике, оптическом и оптико-электронном приборостроении. Наиболее перспективными для процессов напыления являются разрабатываемые в последние годы магнетронные методы нанесения покрытий. Магнетронная распылительная система (МРС) позволяет осуществлять процесс испарения пленкообразующего материала с большой скоростью и с одновременной ионизацией и возбуждением распыленных атомов. Наличие возможности управления параметрами разряда позволяет направленно влиять на свойства получаемых покрытий и образовывать новые пленкообразующие материалы. Поэтому технологии с применением магнетронной распылительной системы, являются перспективными в процессах изготовления тонкослойных покрытий с заданными свойствами [1, 2, 3, 4].

Целью работы является модернизация вакуумной установки на базе УВН-70-А2 для плазменно-вакуумного напыления.

Для получения тонкопленочных оптических покрытий модернизирована вакуумная установка на базе УВН-70-А2 [5]. Объем вакуумной камеры составляет 0,27 м3, Для обеспечения остаточного давления в камере1,33·10-3 Па была проведена замена насоса Н-380 на Н-400. Для устранения дугообразования в электрическую схему источника питания было подключено балластное сопротивление. Параметры плазмы измерялись: одиночным электростатическим зондом, магнитным зондом, зондом для измерения пространственного распределения температуры, вольтметром постоянного тока М-24, амперметром постоянного тока М-906. 

Параметры работы ионно-плазменной установки изменялись в следующих пределах: напряжение на катоде от 375 до 600 В, ток разряда составлял от 1 до 10 А, давление рабочего газа в камере поддерживалось в диапазоне 0,1 - 0,4 Па, индукция магнитного поля катода магнетрона изменялась в диапазоне 0,02 - 0,08 Тл. 

Установлен оптимальный диапазон параметров магнетронной распылительной системы (давление газа p=0,2÷0,3 Па, напряжение на катоде U = 450÷500 В, мощность разряда Рр = 3÷5 кВт, индукция магнитного поля В=0,04 Тл, расход газа G = 4,3∙10-4÷8,8∙10-4 г/с) для получения эксплутационно устойчивых оптических покрытий. Для регулировки степени окисления металлических пленок соотношение расхода реакционного газа кислорода к расходу плазмообразующего газа аргона изменяется в диапазоне GO2 / GAr = 0/1÷1/6.

Таким образом, проведена модернизация вакуумной установки на базе УВН-70-А2 для ионно-плазменного нанесения оптических покрытий.
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